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Efeito da temperatura na juncéo P-N

A corrente de saturacéo reversa I tera sua
amplitude praticamente dobrada para aumento
de 10 °C na temperatura.
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Efeito da temperatura na juncao P-N

Exemplo 2.6 — Eletronica, vol. 1:
 Qual a barreira de potencial de um diodo de silicio
guando a temperatura na juncao for de 100 °C.

Solucédo: Se a temperatura na juncao aumentar para 100 °C, a barreira
de potencial diminui para:

(100°C —25°c)-2mv —150mV = 0,15V

A barreira de potencial passa a ser:

NALVENCG)
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Vi =0,7V -0,15V =0,55V

Exemplo 2.6 do Malvino.



Silicio versus germanio

e Tensao reversa:
e Silicio: 1000 V; d
« Germanio: 400 V. |

- Temperatura de operacao:
- Silicio: 200 °C; \
 Germanio: 100 °C. JE PR |

: Uh n?: 043 n&s (Js 0%01" -:)lx ‘:,\. y
 Queda de tenséo direta: kK L wivs s
« Silicio: 0,7 V; el

« Germanio: 0,3 V. | |
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Resisténcias do diodo

Resisténcia CC ou estatica:




Resisténcias do diodo

Resisténcia CA ou dinamica:

Diode characteristic
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Resisténcias do diodo

Resisténcia CA média ou resisténcia de corpo:
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Modelo ideal do diodo
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Modelo ideal do diodo

Exemplo 3.4 — Eletrdnica, vol. 1:

« Use a aproximacdo do diodo ideal para calcular a
corrente de carga, a tensdo na carga, a poténcia na
carga, a poténcia no diodo e a poténcia total no circuito
da figura abaixo.

1N4001
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Exemplo 3.4 do Malvino.



Modelo simplificado do diodo

d Ip
+ Vb -
~lav = 0€ V’]' =| 0.7V
— Il o
Ip S [deal diode

0 V;=07V vy,

Exemplo 3.5 do Malvino.



Modelo simplificado do diodo

Exemplo 3.5 — Eletronica, vol. 1:
« Use a segunda aproximacao para calcular a corrente na
carga, a tensao na carga, a poténcia na carga, a poténcia
no diodo e a poténcia total para o circuito abaixo.

1N4001

Exemplo 3.5 do Malvino.



Modelo linear por partes do diodo
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Exemplo 3.6 do Malvino.



Modelo linear por partes do diodo

Exemplo 3.6 — Eletrdnica, vol. 1:
« Use a terceira aproximacao para calcular a corrente na
carga, a tensdo na carga, a poténcia na carga, a poténcia
no diodo e a poténcia total para o circuito abaixo. A
resisténcia de corpo do diodo 1N4001 é 0,23Q.

1N4001

Exemplo 3.6 do Malvino.



Caracteristicas dos diodos

As principais caracteristicas (grandezas) sao:

1. Corrente maxima direta (I ou 1,);

2. Tensao de ruptura reversa.
 VRRM = Tensé&o de pico inverso repetitivo;
« VRWM = Tensao de pico inverso de trabalho;
VR =Tenséao de blogueio CC.

3. Queda de tenséo direta (vg);

4. Corrente reversa maxima (I).

5. Entre outras ....



Caracteristicas dos diodos
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Caracteristicas dos diodos

=P Diodos de poténcia

Diodos de sinal

Circuitos integrados
de diodos




Identificacao dos terminais de um diodo




Testando diodos com o multimetro

c€ r,-.#guunc-’ f- :

Py T=vamA ={ (

Escala para teste de diodos Escala para teste de diodos



Testando diodos com o0 multimetro

Polarizacao direta:

ponta de ponta de
teste vermelha teste preta
(V1) (COM)

Pt

{Ip(mA)

0,67 V

Vip



Testando diodos com o multimetro

Testes com ohmimetro:

{Ohmimetro)
R relativamente baixo
Ponta de Ponta de
teste vermelha leste preta
(Vil) (COM) |
+ _ Bloqluelo
T R relativamente alto
Conducéo Ponta de Ponta de
teste preta teste vermelha
(COM) (Vi)

Pl +
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